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Mitsubishi Electric utvecklar exakt kretssimuleringsteknik
for SIC-MOSFETs

Bidrar till effektivare kretskonstruktioner for stromomvandlare

TOKYO, 9 juli 2020 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkdnnagav idag att de har utvecklat
ett mycket exakt simuleringsverktyg for elektroniska kretsar (SPICE) for att analysera de elektroniska
kretsarna i diskreta halvledare. Tekniken anvinds i foretagets ”N-serien 1200V” SiC-MOSFET" av vilken

provexemplar borjar levereras i juli. Modellen simulerar vagformer med hoghastighetsvaxling, nastan lika val

som faktiska matningar och pa en noggrannhetsniva som for narvarande tros vara o6vertraffad i branschen.
Detta forvantas leda till effektivare kretskonstruktioner for stromomvandlare. | framtiden forvéantar sig
Mitsubishi Electric att 14gga till flera temperaturberoende parametrar for att SPICE-modellen ska fungera vid
hog temperatur. Foretaget presenterade den nya modellen™ den 8 juli pa International Conference on Power

Conversion and Intelligent Motion (PCIM Europe 2020), som holls online den 7 och 8 juli.

* Félteffekttransistor med metalloxidhalvledare i kiselkarbid
** Konferenspresentation: T. Masuhara, T. Horiguchi, Y. Mukunoki, T. Terashima, N. Hanano och E. Suekawa. ”Development
of an Accurate SPICE Model for a New 1.2 - kV SiC-MOSFET Device”
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Fig. 1 Tvarsnittsvy av SiC-MOSFET (vanster) och exempelanalys av vaxlande vagformer (hoger)
(p-typ: SiC-lager implanterat med aluminiumjoner; n-typ: SiC-lager implanterat med kvavejoner)

Egenskaper hos SiC-MOSFET
SiC-MOSFET kontrollerar strémmen (avledningsstrom) Ensgate-hiveirsts

som flodar fran drain-elektroden till source-elektroden

beroende pa spanningen pa gate-elektroden (fig. 2).
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minskar kapacitansvérdet och vaxlingshastigheten okar. Fig. 2 Tvarsnittsvy av SIC-MOSFET
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Viktiga egenskaper

1) Unik SPICE-modell mojliggor effektiv kretsdesign for stromomvandlare

Mitsubishi Electrics unika SPICE-modell utfér mycket exakta simuleringar tack vare de noggrant
utvarderade spanningsberoendena for parasitkapacitansen- Hogprecisionssimuleringar av stromvagformer
ar mojliga vid hoghastighetsvéxling, vilket inte var méjligt med den tidigare modellen. For till exempel
paslagen vaxling dar SiC-MOSFET vaxlar fran icke-ledande till ledande, &r de simulerade vagformerna
for alla spanningar och strommar i god dverensstammelse med faktiska experimentella vagformer. Felet
vid 6kning av avledningsstrommen har minskats fran 40 % till 15 % (fig. 3, till hoger).

Den nya modellen mojliggdr hdgprecisionssimulering av den avledningsstrom som flédar genom
stromomvandlingskretsen 6ver hela det nominella strémintervallet. Kretskonstruktdrer kan lagga mindre
tid pa att komplettera data med experiment, vilket 6kar effektiviteten i de tidiga stadierna av utveckling
av stromomvandlare. Den nya modellen uppnar hdgprecisionssimulering av den aktuella vagformen (gate-
stromkurva) som driver SiC-MOSFET, till skillnad fran tidigare (fig. 3, till vanster), vilket gor det mgjligt
att minska kostnaderna genom att valja optimala enheter som sékerstaller tillracklig strém for att driva
SiC-MOSFET.
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Fig. 3 Exempel pé analys av paslagen vagformsvaxling

Bakgrund
Efterfragan 6kar pa SiC-stromhalvledare som avsevart minskar effektforlusten. Under 2010 borjade Mitsubishi

Electric kommersialisera SiC-stromhalvledarmoduler med Schottky-barridrdioder (SBD) och SiC-MOSFET
som anvénds i omvandlarsystem for luftkonditionering, industriell utrustning, jarnvdgar med mera, vilket
bidrar till att minska stromférbrukning, storlek och vikt. Fran juli kommer foretaget att borja tillhandahalla

provexemplar fran sin senaste diskreta stromhalvledare, N-serien 1200V SiC-MOSFET.
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Vid utveckling av stromomvandlare med diskreta enheter maste utformningen av strémomvandlingskretsar
och drivkretsar i stromhalvledare bekréftas med simuleringar. Med hjalp av den konventionella SPICE-
modellen &r dock noggrannheten for stromvagformsanalys Iag, vilket gor det nddvandigt att fa experimentella
data om en mangd olika driftsforhallanden for att komplettera exaktheten for SPICE-modellanalysen.

HiH

Om Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har nastan 100 ars erfarenhet av att tillhandahalla tillforlitliga
och hdgkvalitativa produkter och &r en erkand global ledare inom tillverkning, marknadsféring och férsaljning
av elektrisk och elektronisk utrustning som anvands i behandling av information och kommunikation,
rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-, transport- och
byggutrustning. Mitsubishi Electric berikar samhéllet med teknik i enlighet med foretagets motto, ”Changes
for the Better” (positiv fordndring) och miljomotto "Eco Changes” (ekofordndringar). Foretaget noterade en
forséljning pa 4 462,5 miljarder yen (40,9 miljarder dollar*) under rakenskapsaret som slutade den 31 mars
2020. Mer information finns pa_ www.MitsubishiElectric.com

*Amerikanska dollarbelopp har omvandlats fran yen till kursen ¥109=1 USD, den ungeférliga kursen pa

Tokyobdrsen den 31 mars 2020
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